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1 まえがき 

 従来、薄膜トランジスタ(TFT : Thin Film 

Transistor) のチャネル部には非晶質シリコン (a-

Si:H) など Siベースのものが用いられてきた

が、ディスプレイ高精細化のために移動度が 10 

cm2 /Vsを超えるポスト a-Si:H半導体材料をチ

ャネルに用いた薄膜トランジスタの実用化が盛

んになっている。近年は次世代高精細ディスプ

レイ実現のために、更なる移動度向上を目指し

研究が盛んにおこなわれている。そこで注目を

集めるのが、非常に高い移動度を有するグラフ

ェンに代表される二次元層状物質である。その

中でもバンドギャップを有する遷移金ダイカルコ

ゲナイド(TMD : Transition Metal 

Dichalcogenide) のトランジスタへの応用が注目

されている。1) 2)しかし、TMDは金属電極との間

に抵抗が生じてしまい、デバイス特性への影響

が懸念される。3) 

 本研究では、TMDの中でも二硫化モリブデン

(MoS2 : molybdenum disulfide) を用いた、P型

MoS2 TFTの作製と金属電極とMoS2 TFTの界

面が与える影響を検討する。 

 

2 実験方法および測定方法 

 MoS2はスパッタリング法を用いて成膜する。

電極材料にはクロム(Cr) 20nmを抵抗加熱真空

蒸着法を用いて蒸着させた後、電極材料を薄く

蒸着し、伝達特性測定を行う。この素子に対しア

ニール処理を行い、素子に与える影響を評価し

た。 

 図 1に作成した素子構造を示す。MoS2の成

膜条件は表 1に示す。 

 

図 1 素子構造 

表 1 成膜条件 

 

 

3 実験結果および検討 

 アニール処理前の伝達特性を図 2に、アニー

ル処理後の伝達特性を図 3~6に示す。 

 

図 2 as deposition 
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図 3 100℃ アニール後 

 

図 4 200℃ アニール後 

 

図 5 300℃ アニール後 

 

図 6 400℃ アニール後 

 上記結果より、300℃以上のアニールにより、

しきい値のシフトや on/off比の特性低下が確認

できた。これは、アニールによる電極の劣化が

原因だと考えられる。また、as depo状態から Cr-

Tiの場合は良好な off特性が得られ、Cr-Cuは

高い on特性が得られた。Cr-Alに関しては、

400℃のアニールにより高い on特性を得ること

ができた。これは、TiはMoS2と合金を形成する

ためであり、CuはMoや Sと低い温度でも反応

するのに対し、Alは Cuと比べ高温で反応する

ためこのような差が出ていると考える。 

 

4 まとめ 

 Cr電極の上に Tiを薄く堆積させた場合 onが

上がらず、Alを薄く堆積させた場合 offが下が

らず on/off比が 1×103程度になった。Cr電極

の上に Cuを薄く堆積させた場合が最も高い

1.39×106 の on/off比を示し、移動度は 51.42 

cm2/Vsを示した。これら結果より、MoS2 TFTで

良好な off特性を得るには、金属電極をMoS2

と反応させる必要があり、良好な on特性を得る

には、金属電極をMoや Sと反応させてやる必

要があることがわかった。また、300℃以上のア

ニールから特性の劣化が始まることも分かっ

た。 

 今後は、金属とMoS2の仕事関数を測定し条
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件の再検討および、アニール処理の温度・時間

変化による特性の変化の検討を行う。また、硫

黄粉末を消化させ行う硫化アニールを用いて、

MoS2 TFTの特性改善を図る。 
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